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摘 要

本論文針對HIT太陽電池中的本質層進行研究。本質層製作是以氫氣電漿處理矽晶圓表面，氫氣電漿對元件影響系統化研

究，並對製成太陽電池元件進行效能量測。製作HIT太陽電池複雜步驟被詳述，其包含: 粗糙化、清洗、網印背面電極、

電漿去氧化層、表面氫氣電漿處理(本質層製作)、 n-type非晶矽薄膜成膜、ITO鍍膜、正面鋁電極鍍膜。 　　實驗證實氫

氣電漿處理對太陽電池轉換效率有顯著幫助，透過田口實驗尋找最適化製程參數氫氣流量、腔體壓力、RF功率、製程時間

，在三個田口實驗轉換效率逐步提升由5.8%，6.63%，最終至7.01%。

關鍵詞 : 太陽電池、非晶矽、本質層
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